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【はじめに】シリコン基板上に蛍光体をベースとした光源を作製することにより新規光機

能デバイスへの応用が期待できる。我々の研究室ではこれまでにシリコン基板上にチオシ

リケート蛍光体膜を形成することに成功している[1]。電界発光は得られているが 200 V の

印加が必要である。そこで本研究では発光効率の向上と低電圧駆動の電界発光を目指し、

シリコンナノワイヤー上への蛍光体作製を試みた。 

【実験と結果】無電解エッチングによりシリコンナノワイヤーを作製した。直径 500 nm,

長さ 50 m のシリコンナノワイヤーがシリコン基板に垂直かつ密に形成された。次に、EuS,

または EuS と BaS を真空蒸着した。そして石英管内に S 粉末とともに 10-2 Pa で真空封入

し、650~750 ℃で熱処理した。X 線回折の結果から Eu2SiS4または(Ba,Eu)Si2S5が形成さ

れていることが分かった。 

図 1 は Eu2SiS4の試料の断面図を示したものである。図 1 よりシリコンナノワイヤーの

先端付近に Eu2SiS4が粒状に形成されていた。 

図 2 は He-Cd レーザー(325 nm)を励起光として測定したEu2SiS4と(Ba,Eu)Si2S5のフォ

トルミネッセンス測定の結果を示したものである。Eu2SiS4 は発光ピークが 560 nm, 

(Ba,Eu)Si2S5は 520 nm であることがわかる。シリコンナノワイヤーを用いてもシリコンナ

ノワイヤーの先端付近に可視発光する蛍光体を作製することに成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. Eu2SiS4を形成した                     図 2.  Eu2SiS4と(Ba,Eu)Si2S5の 

シリコンナノワイヤー試料の断面図                     発光スペクトル 

[1] Jpn. J. Appl. Phys. 48, 072301 (2009). J. Phys. D: Appl. Phys. 44, 09404 (2011). J. Phys. D: Appl. 

Phys. 45, 265102 (2012). 
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